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(54) Detecteur multispectral a cavite resonante 

(57) il comprend au moins une cavite (2) resonant 
a au moins deux longueurs d'onde et contenant au 
moins deux couches (12, 14) qui absorbent les rayon- 
nements correspondants et sont placees sur des ven- 
tres propres aux ondes stationnaires de la cavite et au 



moins deux jonctions P-N dont les zones de charge 
d'espace contiennent les couches. Pour chaque cavite 
sont prevus au moins deux contacts electriques pour 
polariser en inverse Tune ou I'autre des deux jonctions 
pour detecter le rayonnement correspondant. 
Application en imagerie thermique. 
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Description 
Domaine technique 

La presente invention conceme un detecteur mul- 
tispectral a cavite resonante. 

II s'agit d'un detecteur de rayonnements a base de 
semiconducteurs, qui est sensible dans au moins deux 
bandes spectrales. 

L'invention s'applique plus particulierement aux cas 
ou les deux bandes spectrales sont dans le domaine 
infrarouge. 

Elle a de nombreuses applications, notamment 
dans le domaine de ('identification d'objets et le domaine 
de I'imagerie thermique. 

Etat de la technique anterieure 

Pour detecter un rayonnement infrarouge dans le 
domaine allant de 1 a 1 0 ujti, on utilise couramment des 
materiaux semiconducteurs II -VI avec une bande inter- 
dite adaptee au rayonnement a absorber. 

Diff erentes solutions ont ete proposees jusqu'a pre- 
sent pour absorber plusieurs longueurs d'onde au sein 
d'un meme dispositif. 

Une premiere solution consiste a disposer cote a 
cote des materiaux sensibles chacun a une longueur 
d'onde. 

A ce sujet, on consultera le document (1 ) qui, com- 
me les autres documents cites par la suite, est mention- 
ne a la fin de la presente description. 

Cette solution connue permet la realisation de ma- 
trices de detecteurs mais, dans ce cas, chaque pixel se 
trouve partage en plusieurs zones (une pour chaque 
longueur d'onde). 

Chacune de ces zones ne peut done absorber que 
la fraction du rayonnement incident tombant sur sa sur- 
face, ce qui limite I'efficacite du detecteur. 

Une deuxieme solution consiste a disposer run sur 
Pautre des materiaux sensibles chacun a une longueur 
d'onde. 

Differentes structures sont possibles. 

La solution la plus interessante, permettant de de- 
tecter deux longueurs differentes, est d'avoir une struc- 
ture NPN pour laquelle chaque zone de type N contient 
une couche active sensible a une longueur d'onde. 

A ce sujet, on consultera le document (2). 

La detection des deux longueurs d'onde dans un tel 
composant peut etre simultaneeou sequentielle suivant 
que I'on dispose d'un ou de deux contacts par pixel en 
plus du contact commun a I'ensemble du reseau. 

A ce sujet, on consultera le document (3). 

Malheureusement, pour absorber une fraction suf- 
fisante des photons infrarouges, I'epaisseur d'un tel 
composant doit etre e levee. 

Ces dispositifs connus, dont I'epaisseur active est 
importante, sont lents et ne peuvent fonctionner qu'a 
basse temperature du fait du bruit engendre thermique- 



ment dans le volume actif torsque la temperature tend 
a s'approcher de la temperature ambiante. 

De plus, la selectivity en longueur d'onde est limitee 
par la largeur de la bande d'absorption des couches ac- 
5 tives. 

On sait aussi que la possibility de renforcer I'ab- 
sorption d'une couche active en la placant au sein d'une 
microcavite a ete demontree dans le domaine proche 
infrarouge. 

10 Les auteurs de la presente invention I'ont verifie de 
maniere experimental dans la bande de longueurs 
d'onde allant de 3 a 5 urn 

En outre, des detecteurs a microcavites sensibles 
a deux longueurs d'onde ont recemment 6X6 proposes. 
is A ce sujet, on consultera le document (4). 

La structure de ces detecteurs connus consiste en 
une couche active unique situee a I'interieur d'une mi- 
crocavite capable de resonner a deux longueurs d'onde. 
Ces detecteurs connus presentent deux inconve- 
20 nients. 

D'une part, les deux longueurs d'onde detectees ne 
peuvent etre separees electriquement du fait qu'elles 
sont absorbees dans une couche active unique. 

D'autre part, I'efficacite quantique de tels detec- 

25 teurs n'est pas la meme pour les deux longueurs d'onde 
puisque le coefficient d'absorption de la couche active 
varie avec la longueur d'onde. 

On connaTt aussi par le document (5) un photode- 
tecteur comprenant deux detecteurs place's a des dis- 

30 tances fixes par rapport a un miroir permettant de creer 
un motif d'onde stationnaire a partir d'une lumiere inci- 
dente. Ce photodetecteur pourrait en principe detecter 
un couple de longueurs d'onde pour lesqueltes les mi- 
lieux absorbeurs des detecteurs seraient disposes sur 

35 les ventres de I'onde stationnaire. Cependant si des lu- 
mieres ayant d'autres longueurs d'onde se propa- 
geaient simultanement dans le photodetecteur ces lu- 
mieres seraient absorbees de fajon plus ou moins in- 
tense sur les deux detecteurs et egalement de facon im- 

40 previsible si les longueurs d'onde et les intensite de ces 
lumieres ne sont pas connues. Ceci aboutirait a brouiller 
la reponse du photodetecteur qui ne pourrait done pas 
fonctionner. Ce photodetecteur connu n'est pas selectif 
pour deux longueurs d'onde. 

45 On connaTt en outre par le document (6) un photo- 
detecteur comprenant une photodiode qui est prevue 
pour absorber un rayonnement ayant une longueur 
d'onde determinee et qui est placee dans une cavite re- 
sonante. II est egalement prevu de juxtaposer plusieurs 

50 photodetecteurs accordes sur differentes longueurs 
d'onde pour detecter ces longueurs d'onde. 

Cependant on reduit ainsi d'un facteur n la puissan- 
ce lumineuse qui atteint chaque photodetecteur ou n est 
le nombre de photodetecteurs. De plus cette juxtaposi- 

55 tion ne garantit pas que les n photodetecteurs voient la 
meme source lumineuse. 
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Expose de I'invention 

La presente invention a pour but de remedier aux 
inconvenients precedents. 

Elle a pour objet un detecteur muitispectral qui com- 
prend au moins une cavite resonante en couches min- 
ces et dans lequel les couleurs sont separees electri- 
quement a chaque cavite resonante. 

Chaque cavite resonante est concue pour resonner 
a deux ou a plus de deux longueurs d'onde. 

Dans chaque cavite, on utilise le fait que des ondes 
stationnaires propres aux differentes longueurs d'onde 
resonantes s'etablissent pour separer ces longueurs 
d'onde. 

Dans ce but, on dispose des couches absorbantes 
sur des ventres propres a ces ondes stationnaires. 

Des jonctions P-N, qui contiennent les couches ab- 
sorbantes dans leurs zones de charge d'espace, per- 
mettent de collecter le photocourant engendre par la lu- 
miere. 

Un detecteur conforme a I'invention peut compren- 
dre un ensemble de cavites resonantes formant une 
matrice de detection, chaque cavite resonante corres- 
pondant a un pixel. 

De facon precise, la presente invention a pour objet 
un detecteur muitispectral, caracterise en ce qu'il com- 
prend au moins une cavite resonante qui est concue 
pour resonner a au moins deux longueurs d'onde, des 
ondes stationnaires propres a ces longueurs d'ondes 
s'etablissant pour separer ces longueurs d'onde, en ce 
que cette cavite resonante contient au moins deux cou- 
ches absorbantes qui sont respect ivement associees et 
adaptees a ces longueurs d'onde, de maniere a absor- 
ber respectivement les rayonnements correspondant a 
ces longueurs d'onde, et qui sont placees sur des ven- 
tres respectivement propres a ces ondes stationnaires, 
en ce que cette cavite contient aussi au moins deux 
jonctions P-N, les couches absorbantes etant respecti- 
vement placees dans les zones de charge d'espace de 
ces jonctions, et en ce que le detecteur comprend aussi, 
pour chaque cavite, au moins deux contacts electriques 
permettant de polariser en inverse Tune ou Pautre des 
deux jonctions P-N pour detecter le rayonnement cor- 
respondant. 

De preference, le detecteur objet de I'invention 
comprend, pour chaque cavite resonante, trois contacts 
electriques permettant de polariser en inverse les deux 
jonctions P-N pour detecter simultanement les rayonne- 
ments correspondants. 

Selon un mode de realisation particulier du detec- 
teur objet de I'invention, chaque cavite resonante est 
delimitee par un premier miroir et par un deuxieme mi- 
roir qui laisse passer les rayonnements a detecter et en 
ce que le premier miroir est choisi dans le groupe com- 
prenant les miroirs de Bragg, les miroirs multicouches 
dielectriques et les films metalliques. 

Le deuxieme miroir peut etre choisi dans le groupe 
comprenant ies miroirs de Bragg et les miroirs multicou- 



ches dielectriques. 

En variante, le deuxieme miroir est constitue par 
Pinterface air-cavite resonante. 

Comme on Pa vu plus haut, le detecteur objet de 
5 I'invention peut comprendre un ensemble de cavites re- 
sonantes qui a une structure matricielle. 
Le detecteur objet de I'invention permet : 

Putilisation de couches actives minces du fait du 
10 renforcement de Pabsorption par effet de resonan- 
ce, la reduction du volume actif permettant un fonc- 
tionnement a plus haute temperature que ne le per- 
mettent des dispositifs conn us, mentionnes plus 
haut, 

15 - la detection bicolore selective par effet intrinseque 
de la cavite resonante, sans ajout de filtres supple- 
mentaires, et 

la separation, pour chaque pixel, des signaux elec- 
triques correspondant aux differentes longueurs 
20 d'onde detectees. 

Breve description des dessins 

La presente invention sera mieux comprise a la lec- 
25 ture de la description d'exemples de realisation donnes 
ci-apres, atitre purement indicatif et nullement limitatif, 
en faisant reference aux dessins annexes sur lesquels : 

la figure 1 est une vue en coupe schematique d'un 
30 mode de realisation particulier du detecteur muitis- 
pectral objet de I'invention, ayant une cavite reso- 
nante dont Pun des deux miroirs est un miroir de 
Bragg epitaxie, 

la figure 2 est une vue en coupe schematique d'un 
35 autre mode de realisation particulier, dans lequel le 
miroir est simplement constitue par Pinterface entre 
Pair et le materiau semiconducteur ou se trouve la 
cavite resonante, 

la figure 3 est une vue en coupe schematique d'un 
40 autre mode de realisation particulier, dans lequel ce 
miroir est un dep6t de multicouches dielectriques, 
la figure 4 est un schema electrique d'un detecteur 
conforme a I'invention, du genre de ceux qui sont 
represents sur les figures 1 a 3, 
45 - la figure 5 illustre schematiquement le diagramme 
de bandes de ces detecteurs des figures 1 a 3, 
la figure 6 illustre schematiquement les ondes sta- 
tionnaires et les couches absorbantes dans la ca- 
vite resonante des detecteurs des figures 1 a 3, 
50 - la figure 7 represente les variations de la reponse 
de ces detecteurs des figures 1 a 3 en fonction de 
la longueur d'onde, et 

la figure 8 est une vue en perspective schematique 
et partielle d'un detecteur muitispectral conforme a 
55 I'invention, comprenant un ensemble de cavites re- 
sonantes du genre de celles des figures 1 a 3. 
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Expose detaille de modes de realisation particu Hers 

Le detecteur multispectral conforme a Tinvention, 
qui est schematiquement represents en coupe sur la fi- 
gure 1 , est destine a detecter des rayonnements de lon- 
gueurs d'ondes respectives ^ et X^. 

Ce detecteur comprend une cavite resonante 2 qui 
est une cavite de Fabry-Perot et qui est delimitee par 
deux miroirs 4 et 6. 

La cavite 2 et les deux miroirs 4 et 6 qui delimitent 
cette cavite sont formes sur un substrat semiconducteur 
monocristallin 8 qui est transparent aux rayonnements 
que Ton detects, ces rayonnements ayant la reference 
10 sur la figure 1. 

Ces rayonnements penetrant par la face inferieure 
du substrat avant d'atteindre la cavite resonante du de- 
tecteur. 

Le miroir 4 constitue le miroir inferieur du detecteur 
tandis que le miroir 6 constitue le miroir superieur de ce 
detecteur. 

La cavite 2 est concue pour resonner aux deux lon- 
gueurs d'onde X, et 

Des ondes stationnaires propres a ces longueurs 
d'onde Xj et Xg s'etablissent dans la cavite 2 pour sepa- 
rer ces longueurs d'onde. 

La cavite resonante 2 contient deux couches absor- 
bantes 12 et 14 qui sont respect ivement associees et 
adaptees a ces longueurs d'onde X^eXh^de maniere a 
absorber respectivement le rayonnement de longueur 
d'onde X 1 (couche 12) et le rayonnement de longueur 
d'onde (couche 14). 

La cavite resonante 2 contient aussi deux jonctions 
P-N. 

On voit sur la figure 1 une couche semiconductrice 
16 de type P et une autre couche semiconductrice 18 
egalement de type P ainsi qu'une couche semiconduc- 
trice 20 de type N comprise entre les couches 16 et 18. 

On obtient ainsi les deux jonctions P-N. 

La couche absorbante 12 est placee dans la zone 
de charge d'espace de la jonction formee par les cou- 
ches 16 et 20. 

La couche absorbante 14 est placee dans la zone 
de charge d'espace de la jonction formee par les cou- 
ches 18et20. 

Les couches absorbantes 12 et 14, que Ton peut 
egalement appeler couches actives, et les couches 16, 
18 et 20 sont des couches semiconductrices minces, 
doivent avoir I'epaisseur requise pour que I'epaisseur 
totale des couches 16, 12, 20, 14 et 18 produise la re- 
sonance de la cavite aux longueurs d'onde X 1 et X^. 

La cavite" resonante 2 est formee par epitaxie sur le 
substrat semiconducteur monocristallin 8. 
Le miroir superieur 6 peut etre : 

un miroir de Bragg forme par epitaxie sur la couche 
18 ou 

une structure multicouche dielectrique deposee sur 
cette couche 18 ou encore 



un film metallique depose sur cette couche 18. 

Dans I'exemple de la figure 1 , le miroir inferieur 4 
est un miroir de Bragg forme par epitaxie sur le substrat 
5 8 avant la formation de la cavite resonante. 

Dans I'exemple de la figure 2, un percage 22 est 
forme au niveau de la cavite 2, dans le substrat 8, par 
gravure de ce substrat 8, faisant ainsi apparattre une 
interface entre I'air et le materiau semiconducteur qui 
10 constitue la couche 16. 

Le miroir inferieur 4 est alors constitue par cette in- 
terface. 

Dans I'exemple de la figure 3, on grave encore le 
substrat semiconducteur 8 pour former le percage 22 
is au niveau de la cavite 2 et Ton forme un depot de mul- 
ticouches dielectriques au fond de la cavite ainsi obte- 
nue. 

Ce depot de multicouches dielectriques, qui est en 
contact avec la couche semiconductrice 16, constitue 
20 alors le miroir inferieur 4 de la cavite resonante. 

La figure 4 montre le schema electrique du detec- 
teur conforme a ['invention dont les variantes sont re- 
presentees sur les figures 1 a 3. 

On voit que ce detecteur contient deux diodes pho- 
25 todetectrices 24 et 26. 

La diode 24 est associee a la jonction P-N formee 
par les couches 16 et 20 et la diode 26 est associee a 
la jonction P-N formee par les couches 18 et 20. 

On voit sur la figure 4 que ce detecteur comprend 
30 aussi deux contacts electriques 28 et 30. 

Les cathodes des diodes sont relives Tune a I'autre 
et le contact electrique 28 (ou contact superieur) est re- 
lie a i'anode de la diode 24, qui est destinee a la detec- 
tion du rayonnement de longueur d'onde X^ tandis que 
35 le contact 30 (ou contact inferieur) est re lie a I'anode de 
la diode 26, qui est destinee a detecter le rayonnement 
de longueur d'onde 

Ces contacts electriques ne sont pas represented 
sur les figures 1 a 3 mais Ton precise que les contacts 
40 electriques 28 et 30 correspondant a la cavite resonante 
que Ton voit sur les figures 1 a 3 sont pris respective- 
ment dans la partie superieure de cette cavite (du cote 
de la couche 10 ayant un dopage de type P) et dans la 
partie inferieure de cette cavite (du cotd de la couche 
45 16 ayant aussi un dopage de type P). 

La figure 5 montre le diagramme de bandes corres- 
pondant aux couches 12, 14, 16, 18 et 20. 

On precise que la couche active 1 2, dont la compo- 
sition est adaptee a la longueur d'onde X 1 qu'elle doit 
50 detecter, est placee dans la cavite resonante 2, sur un 
ventre de I'onde stationnaire propre a cette longueur 
d'onde X 1 . 

De m§me, la couche active 14, dont la composition 
est adaptee a la longueur d'onde qu'elle doit detecter, 
55 est placee dans la cavite resonante 2, sur un ventre de 
I'onde stationnaire propre a cette longueur d'onde h^- 

La figure 6 montre la position des couches actives 
12 et 14 de la cavite 2 (qui resonne aux longueurs d'on- 
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des \ et Xg). 

Dans Pexemple de la figure 6, X^ est egal a 3,04 \w\ 
et Xg est egal a 3,91 um 

On voit egalement sur la figure 6 I'onde stationnaire 
32 correspondant a la longueur d'onde X 1 et I'onde sta- 
tionnaire 34 correspondant a la longueur d'onde A^. 

On explique ci-apres le fonctionnement des detec- 
teurs des figures 1 a 3. 

Seuls p6netrent dans la cavite resonante 2 les 
rayonnements incidents ayant les longueurs d'ondes de 
resonance X, et Xg. 

Chaque couche active 1 2 ou 1 4, de par sa position 
dans la cavite, ne "voit" qu'une longueur d'onde. 

La lumiere est absorbed de maniere tres efficace 
(du fait de ia resonance) dans les couches actives et 
cree des paires de charges electroniques. 

La lumiere de longueur d'onde Xg (respectivement 
X^ est absorbee dans la jonction P-N supeVieure, cor- 
respondant aux couches 1 8 et 20 (respectivement dans 
la jonction P-N inferieure, correspondant aux couches 
16 et 20). 

Lorsque le contact electrique superieur 28 est porte 
a un potentiel electrique positif adequat par rapport au 
contact electrique inferieur 30, la jonction P-N supSrieu- 
re se trouve polaris6e en direct alors que la jonction P« 
N inferieure est, quant a elle, polaris6e en inverse. 

Dans ce cas, le courant i 1 (figure 4) sortant du de- 
tecteur (au niveau du contact electrique 30) est com- 
mande par I'absorption dans la jonction inferieure. 

Ce courant ^ est done proportionnel a I'intensite de 
la lumiere de longueur d'onde X v 

Inversement, lorsque le contact electrique inferieur 
30 est porte a un potentiel positif ad6quat par rapport 
au contact electrique superieur 28, la jonction P-N infe- 
rieure se trouve polarised en direct alors que la jonction 
P-N superieure est, quant a elle, polarisee en inverse. 

Dans ce cas, le courant i 2 (figure 4) sortant du de- 
tecteur (au niveau du contact electrique 28) est propor- 
tionnel a I'intensite de la lumiere de longueur d'onde Xg. 

La figure 7 donne la r6ponse spectrale R (exprimde 
en pourcentage) en f onction de la longueur d'onde X (ex- 
primee en micrometres). 

Cette r6ponse spectrale est calculee pour le syste- 
me bicolore correspondant aux longueurs d'ondes 
^=3,04 um et X2=3,91 um, suivant la polarisation. 

On voit sur la figure 7 une premiere courbe A1 cor- 
respondant a une premiere polarisation permettant la 
detection de la lumiere de longueur d'onde X,. 
On voit aussi une courbe A2 correspondant a une 
deuxieme polarisation permettant la detection de la lu- 
miere de longueur d'onde Xg. 

Le fonctionnement du detecteur permet done de s6- 
parer les deux longueurs d'ondes detectees, et ce de 
maniere sequentielle. 

Cependant, on peut prevoir un contact electrique 
supplemental 36 (figure 4) au niveau de la couche 
semiconductrice 20 ayant un dopage de type N pour po- 
lariser en meme temps les deux jonctions P-N en inver- 



se et done detecter simultanement les deux longueurs 
d'ondes X, et Xg. 

Dans ce cas, les contacts electriques 28 et 30 sont 
simultanement portes a des potentiels negatifs ad6- 
5 quats par rapport au contact electrique 36. 

La figure 8 illustre schematiquement un autre de- 
tecteur multispectra! conforme a I'invention, compre- 
nant un ensemble de detecteurs elementaires 38. 

Chacun de ces detecteurs elementaires comprend 
10 une cavite resonante du genre de celle de la figure 1 ou 
2 ou 3 (delimitee par deux miroirs et formee sur un subs- 
trat semiconducteur monocristallin 2). 

L'ensemble de ces cavites et done des detecteurs 
elementaires a une structure matricielle, comme on le 
15 voit sur la figure 8. 

Les rayonnements a detecter arrivent encore par la 
face inferieure 40 du substrat 2 (commun a tous les de- 
tecteurs elementaires). 

Les contacts electriques 28 et 30 et I'eventuel con- 
20 tact 6lectrique 36 associe a chaque detecteur elemen- 
taire 38 debouchent au niveau de la face superieure 42 
du detecteur (face opposee a celle par laquelle arrivent 
les rayonnements a detecter). 

On est ainsi capable de detecter des images aux 
25 longueurs d'ondes X 1 et Xg. 

Chaque cavite resonante et done chaque detecteur 
eiementaire 38 correspondent a un pixel. 

Pour obtenir I'image a la longueur d'onde X^ , on po- 
larise successivement les couples de contacts 28, 30 
30 de la maniere appropriee, expliquee plus haut, pour ob- 
tenir successivement les courants il correspondant a 
ces pixels et permettant de former cette image a la lon- 
gueur d'onde Xj. 

Ensuite, on polarise successivement ces couples 
35 de contact 28, 30 de la maniere appropriee, expliquee 
plus haut, pour obtenir successivement les courants i 2 
correspondant aux pixels et permettant de former I'ima- 
ge a la longueur d'onde X2. 

Lorsque les contacts electriques 36 sont presents, 
40 on peut polariser, de la facon expliquee plus haut, les 
triplets de contacts 28, 30, 36 pour obtenir simultane- 
ment I'image a la longueur d'onde X 1 et I'image a la lon- 
gueur d'onde Xg. 

Bien entendu, au lieu d'utiliser des cavites resonan- 
45 tes contenant chacune un empilement de type P-N-P, 
on pourrait utiliser des cavites resonantes contenant 
chacune un empilement de type N-P-N (la couche 16 
6tant alors de type N, la couche 20 de type P et la cou- 
che 18detype N). 
50 Des polarisations electriques appropriees, determi- 
nables par I'homme du metier, permettraient encore 
d'obtenir des images a la longueur d'onde X 1 et des ima- 
ges a la longueur d'onde Xg. 

Dans un mode de realisation particulier non repre- 
ss sente, chaque cavite resonante contient non pas deux 
couches actives mais plus de deux couches actives qui 
sont respectivement placees dans les zones de charge 
d'espace de jonctions P-N, de maniere a pouvoir detec- 
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ter plus de deux longueurs d'onde. 

On peut alors realiser des cavites resonantes con- 
tenant chacune une succession de couches semicon- 
ductrices de type P qui altement avec des couches 
semiconductrices de type N et placer les couches acti- 
ves correspondant respectivement aux diverses lon- 
gueurs d'ondes dans les zones de charge d'espace des 
jonctions P-N ainsi obtenues. 

Les documents qui sont mentionnSs dans la pn§- 
sente description sont les suivants : 

(1) US-A-4,956,686 (Borrello et al.) 

(2) US-A-5, 11 3,076 (Schulte) 

(3) "Integrated two-color detection for advanced 
FPA applications', J. A. Wilson et al., SPIE San Die- 
go, 24 au 29 juillet 1994, p. 1 a 9 

(4) "High quantum efficiency dual wavelength reso- 
nant-cavity photodetector", A. Srinivasan et al., Ap- 
pl. Phys. Lett., 66(5), 30 janvier 1 995, p. 535 a 537. 

(5) EP 0622856A (AT&T Corp) 

(6) IEEE Journal of Quantum Electronics vol.27, 
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Revendications 

1 . Detecteur multispectral, caracterise en ce qu'il com- 
prend au moins une cavite rSsonante (2) qui est 
concue pour resonner a au moins deux longueurs 
d'onde, des ondes stationnaires propres a ces lon- 
gueurs d'onde s'6tablissant pour sSparer ces lon- 
gueurs d'onde, en ce que cette cavite resonante 
contient au moins deux couches absorbantes (12, 
14) qui sont respectivement associees et adapters 
a ces longueurs d'onde, de maniere a absorber res- 
pectivement les rayonnements correspondant a 
ces longueurs d'onde, et qui sont placees sur des 
ventres respectivement propres a ces ondes sta- 
tionnaires, en ce que cette cavite" resonante con- 
tient aussi au moins deux jonctions P-N, les cou- 
ches absorbantes 6tant respectivement placees 
dans les zones de charge d'espace de ces jonc- 
tions, et en ce que le detecteur comprend aussi, 
pour chaque cavite, au moins deux contacts 6lec- 
triques (28, 30, 36) permettant de polariser en in- 
verse Tune ou Pautre des deux jonctions P-N pour 
detecter le rayonnement correspondant. 

2. Detecteur selon la revendication 1, caracterisS en 
ce qu'il comprend, pour chaque cavite resonante, 
trois contacts electriques (28, 30, 36) permettant de 
polariser en inverse les deux jonctions P-N pour d6- 
tecter simultanement les rayonnements correspon- 



dants. 

3. Detecteur selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 et 2, caracteris6 en ce que chaque cavite 

5 resonante (2) est delimitee par un premier miroir (6) 
et par un deuxieme miroir (4) qui laisse passer les 
rayonnements a detecter et en ce que le premier 
miroir (6) est choisi dans le groupe comprenant les 
miroirsde Bragg, les miroirs multicouches dielectri- 

10 ques et les films metalliques. 

4. Detecteur selon la revendication 3, caracterise en 
ce que le deuxieme miroir (4) est choisi dans le 
groupe comprenant les miroirs de Bragg et les mi- 
is roirs multicouches dielectriques. 

5. Detecteur selon la revendication 3, caracterise en 
ce que le deuxieme miroir (4) est constitue" par in- 
terface air-cavite resonante. 

20 

6. D6tecteur selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 5, caracterise" en ce qu'il comprend un en- 
semble de cavites resonantes qui a une structure 
matricielle. 
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